ADUNAREA GENERALA A SECTIEI STIINTE INGINERESTI SI TEHNOLOGICE A
A.S.M.

HOTARARE nr._1 _

16 ianuarie 2018 mun. Chisinau

Cu privire la activitatea stiintifica, inovationald, organizatorica si financiara
a Institutului de Inginerie Electronica si Nanotehnologii ,,D. Ghitu” in anul 2017

Examinand raportul anual intocmit, informatia de la audierile in Institut si avizul expertilor
externi privind activitatea stiintifica, inovationalda, manageriala si financiara in anul 2017, precum si
prezentarea expusa de directorul Institutului de Inginerie Electronica si Nanotehnologii ,,D. Ghitu”, dl.
academician, dr. hab., prof. univ. Anatolie Sidorenko, ADUNAREA GENERALA A SECTIEI
CONSTATA:

Proiectele stiintifice finantate de la bugetul de stat, in cadrul carora s-au desfasurat cercetarile
stiintifice ale Institutului de Inginerie Electronica si Nanotehnologii ,,D. Ghifu” se atribuie directiei
strategice ,,Materiale, tehnologii si produse inovative”.

In 2017 volumul alocatiilor bugetare pentru finantarea cercetirilor stiintifice a constituit
11067,8 mii lei, inclusiv:
- 10087,8 mii lei pentru finantarea cercetarilor stiintifice din cadrul 2 proiecte de cercetari stiintifice
fundamentale si a 3 proiecte de cercetari stiintifice aplicative,
- 230,0 mii lei pentru finantarea cercetarilor stiintifice in cadrul 1 proiect comun de cercetare intre 1
proiect comun intre ASM si ANCSI din Romania si 1 proiecte STCU Ucraina
- 750,0 pentru finantarea cercetarilor stiintifice din cadrul 2 proiecte de transfer tehnologic.

In 2017 volumul mijloacelor speciale (extrabugetare) a constituit 817,9 mii lei, inclusiv:
- 192,9 mii lei pentru realizarea contractelor cu agenti economici autohtoni/din strainatate
- 625,0 mii lei din darea in arenda.

La 31 decembrie 2017 in Institut activau 59 ingineri si 56 cercetatori stiintifici, din care 11 cu
titlul stiintific de doctor habilitat si 27 de doctor in stiinte. 9 din cercetatorii stiintifici si 23 din
inginerii Institutului au varsta sub 35 ani (28% din numarul total de ingineri si cercetatori).

Rezultatele stiintifice obtinute in anul 2017 au fost expuse in 141 publicatii, inclusiv, 1
monografie internationale, 25 articole in reviste cu factor de impact, 3 articole in alte reviste editate in
straindtate, 1 publicatie electronica, 23 articole in culegeri ale conferintelor nationale/internationale, 1
articol in reviste nationale, categoria A; 7 articole in reviste nationale, categoria B, 5 articole in reviste
nationale, categoria C, 75 rezumate la conferinte nationale/internationale. Au fost obtinute 8 brevete de
inventie nationale si depuse 11 cereri de brevet.

Elaborarile Institutului au fost prezentate la expozitii internationale si apreciate cu 8 medalii de
aur, 1 medalie de argint si si 4 medalii de bronz.

In anul de referintd au fost editate doua reviste: ,,Moldavian Journal of Physical Sciences” si
»Fizica si tehnologiile moderne”.

in baza audierii publice ADUNAREA GENERALA A SECTIEI HOTARASTE:

1. Se aproba activitatea stiintifica, inovationala, organizatorica si financiara a Institutului de
Inginerie Electronica si Nanotehnologii ,,D. Ghitu” in anul 2017,

2. Se recomandi Consiliului Suprem Pentru Stiintd si Dezvoltare Tehnologica al ASM de a
include in calitate de cele mai bune realizari stiintifice urmatoarele rezultate ale anului 2017:

» A fost observat efectul valva de spin cu comutare completa din starea supraconductoare in
starea cu conductivitate normala, iar sistemul complex cercetat ar putea prezenta un element de
memorie magnetica cu acces aleatoriu (MRAM-element pentru spintronica).

» A fost asamblatd mostra prototip a dispozitivului de hipotermie, care a fost testata pe parcursul
a 60 de ore. In procesul testarii mostrei prototip au fost corectate unele regimuri de functionare
a dispozitivului de hipotermie pentru aplicarea mai eficienta in practica a acestuia.



3. De a aprecia cele mai importante realizari stiintifice ale anului 2017:

La investigarea tranzitiilor supraconductoare in F/M/F/S s-a stabilit ca valoarea temperaturii critice
Tc depinde de istoria cAmpului magnetic aplicat in plan paralel peliculelor. In rezultat a fost
observat efectul valva de spin cu comutare completd din starea supraconductoare in starea cu
conductivitate normala, iar sistemul complex cercetat ar putea prezenta un element de memorie
magnetica cu acces aleatoriu (MRAM-element).

La cercetarea fenomenelor magnetice la interfetele bicristalelor in izolatori topologici 3D din
structurile (Bi - Sb) au fost depistate doua tranzitii superconductoare la Tc ~ (3.7 - 4.6) K si Tc ~
(8.3 - 21) K, care denota ca starile de baza ale feromagneticului slab si supraconductorului la
interfata bicristalelor poseda energii similare si pot coexista intr-o singura sau in doua faze diferite.
Au fost continuate lucrarile de elaborareaa valvei de spin, materialul de baza fiind ales
Lag67Sro33sMnO3; (LSMO), care are perspective de a fi folosit in spintronica prin formarea asa
numitei structuri Ruddlesden-Popper.

A fost dezvoltatd metoda aerosol de depunere a oxizilor ternari ZnSnO si MgyZn;1.xO cu compozitie
dirijatd. S-a demonstrat cd pot fi obtinute structuri planare cu transparentd optica inaltd, ZnSnO
fiind un material stabil, foarte promitator pentru mai multe aplicatii optoelectronice si fotoelectrice.
Au fost obtinute structuri compozit de tip miez/invelis bazate pe aerografit/acrogeluri cu proprietati
fizice performante, cu un grad de porozitate peste 99%, format din retele de grafen cu distributie
aleatorie, cu o densitate foarte scazutd (0,2 grem™ < p <3 gem™). In baza aerogelurilor din grafen,
au fost obtinute mostre de senzori ultrausori de presiune joasa, care atesta performante sporite.

Au fost elaborate procedeele de formare a senzorilor de radiatie UV in baza structurilor MSM cu
aplicarea litografiei cu electroni (LBE), diodelor Schottky, formate pe straturi de ZnO si ZnSnO si
jonctiunilor p-n in baza heterojonctiunilor NiO/ZnO.

In straturile izolatorului topologic BiTes s-a inregistrat experimental ci mirimea decalajului
nivelelor Landau atinge valoarea 0.5 atdt in cdmp magnetic paralel, cat si transversal, fapt ce se
atribuie fazei Berry, care este o caracteristicd integrala a orbitei ciclotronice si a dispersiei
electronice si este asociatd cu starile de suprafata.

Au fost inregistrate, pentru prima data, oscilatii echidistante in cdmp magnetic direct in fire ale
izolatorilor topologici Bi,Tes in contact cu supraconductorul (In,Bi), fiind asociate cu formarea
starilor de limita cu conductivitate ridicata la interfata BioTes - supraconductorul.

A fost confectionata Masina Stirling cu un mecanism de distributie foarte sofisticat, care necesita o
precizie sporitd in proiectare, calcul si executare.

Au fost elaborate schemele electrice si functionale pentru mostrele prototip ale dispozitivului de
fototerapie antibacteriand, dispozitivului de fototerapie in neurologie si a dispozitivului de
hipotermie.

A fost elaborat si construit blocul de dirijare a regimurilor de lucru a dispozitivului de fototerapie
in neurologie si ale blocului de dirijare a regimurilor de lucru ale dispozitivului de fototerapie
antibacteriand pe baza DEL—lui UVTOP250-HL-TO39, 255 nm.

4. Se recomanda de a concentra eforturile Tn anul 2018 asupra solutiondrii urmatoarelor

probleme:

Cercetarea proceselor si fenomenelor in nanostructuri multistrat functionale pentru spintronica,
micro- si nanooelectronica.

Extinderea si majorarea numadrului lucrdrilor si serviciilor prestate prin contracte directe atat cu
intreprinderile din Republica Moldova cat si de peste hotare.

Pregatirea continud a cadrelor de calificare inalta cu grad stiintific: sustinerea 1 teza de doctor.
Implicare activa a studentilor si masteranzilor in activitatea de cercetare in cadrul IIEN ,,D.Ghitu”
prin intensificarea colaborarii cu universitatile din Republica Moldova.

Activizarea participarii la concursurile de proiecte de transfer tehnologic.

Sporirea calitatii publicatiilor stiintifice — publicarea a cel putin 20 articole in reviste cu factor de
impact si inaintarea a 10 cereri de brevete de inventie.

Coordonator al SSIT, Dr. hab. Mw,é_/
Veaceslav URSACHI \/(’ t |



